BFY50
BFY51
BFY52

TRANSISTORS NPN

'planar’ silicium a épitaxie

Ces transistors professionnels de hautes performances sont spécifiés en commutation rapide a niveau moyen pour toute
applications dans les circuits logiques.

Disposition des électrodes
et encombrement

5,1 Jnax6,6 min 38

Boitier JEDEC TO 5

(collecteur relie au boitier)

|\
gy

%
ax9.4

f
(e
m

max] | Y Poids : 0,9 g. environ

tmcm 0,48

www.datasheetcatalog.com

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation BFY50 | BFY51 | BFY52

TenSI on collecteur base

Tension collecteur émetteur 30 20 V
Tension émetteur base 6 6 \"
Courant créte de collecteur | R A
Courant continu de collecteur ] A
Courant créte d'émetteur -1 _ A
Courant continu d'émetteur - ] A
Caracteristiques thermiques

Puissance de dissipation sans radiateur (tgy}|, =25°C) 800

Puissance de dissipation avec radiateur de 75X75mm(t4,1;=40°C) 4

Température de jonction 200

Température de stockage _-65a + 200

Résistance thermique jonction-air ambiant _ 0,22

Resistance thermique jonction-boitier 0,035 _
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Unités

IR Conionsdemere ot T el

Courant résiduel du Ig=0, Vcg =60V, 2 |50
collecteur Ig=0, Vcg =60V, t =100°C 005§ 25
Ig =0, VCB 40V, 2 |50
Ig =0, Vcg =40V, t =100°C 0055{2,5
Ig=0, Vcg=30V, 2 |50
Ig=0, Veg=30V, t =100°C 0,055 2,5
Couran'r résiduel de Ic=0, VEg=5V 50 50
I'émetteur Ic=0, VEg =5V, t;=100°C 0,016 28 0916 2,3 0,016 28

| Tension de saturation Ic =150mA, Ig = 15mA
collecteur émetteur Ic=1A, Ig = 100mA (1)

Tension de saturation I~ = 150 mA, Ig = 15mA
base - émetteur Ir=TA, Ig = 100mA (1)

Rapport de transfert [r=10mA, Vcg=6V hotE
direct du courant IC =150 mA,YVcg=6V (1) hz 1E

(gain statique) IC=] A, VCE =6V (1) h21E

Caracteristiques dynamiques (’rj = 25°C)

Fréquence de transition I. =30mA, Vcg =6V
Capacité de collecteur | I. =1, =0, Vep=12V

Parametres h

Impédance d'entrée

Rapport de transfert
inverse de la tension h12e

Admittance de sortie

Rapport de transfert
direct du courant

h22&

(gain dynamique)

Temps de réponse == 25 25
Temps de croissance = = 30 30

Temps d'accumulation 140 160
des porteurs

35

Temps de décroissance 35

1) Mesures effectuees en impulsions pour eviter une dissipation excessive.
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